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Constructional element (1) comprises: (a) a substrate (2) for 
acoustic surface waves and (b) an element (S1-S3) for the acoustic 
surface wave and having an interdigital converter (3-7) with electrode 
fingers (106,107) and reflector (8-12). One of the fingers is bound to 
one of the end surfaces (102a) of the substrate for acoustic surface 
waves . 

USE - For SAW and SH constructional elements. 

ADVANTAGE - A number of elements for acoustic surface waves are 
used . 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
(5) Oberfiachenwellenelement 

(57) Ein Bauelement fur akustische Oberfiachenwellen um- 
fafct ein Substrat fur akustische Oberfiachenwellen mit ei- 
ner ersten und einer zweiten Endoberflache, wobei ein 
Element fur akustische Oberfiachenwellen auf dem Sub- 
strat fur akustische Oberfiachenwellen angeordnet ist 
und unter Verwendung einer akustischen Oberflachen- 
welle vom SH-Typ arbeitet. Das Element fur akustische 
Oberfiachenwellen umfafct einen Interdigitalwandler mit 
einer Mehrzahl von Elektrodenfingern und einen Reflek- 
tor mit einer Mehrzahl von Elektrodenfingern. Einer eines 
Paars von auSersten Elektrodenfingern ist mit entweder 
der ersten Oder zweiten Endoberflache des Substrats fur 
akustische Oberfiachenwellen bundig, wobei der Reflek- 
tor an einer Seite positioniert ist, an der der andere des 
Paars der auBersten Elektrodenfinger positioniert ist, der- 
art, daR eine akustische Oberflachenwelle vom SH-Typ, 
die durch den Interdigitalwandler erregt wird, zwischen 
dem Reflektor und entweder der ersten Oder zweiten End- 
oberflache beg re nzt ist. - 
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Beschreibung 



Die vorliegendc Erfindung bezieht sich auf ein Oberfla- 
chcnwellenbauelement oder SAW-Bauelement (SAW = Sur 
face Acoustic Wave = akustische Oberflachenwelle), das 
eine akustische Oberflachenwelle vom Scher-Horizontal- 
Typ (SH-Typ; SH = Shear Horizontal) verwendet und eine 
Mehrzahl von Oberflachcnwcllenelemcntcn umfaBt, die der- 
ail verbunden sind, da£ sie beispielsweise ein Filter vom 
Leiter-Typ bilden. 

Es existieren viele herkommliche Typen von Oberfla- 
chenwellenbauelementen, die eine Mehrzahl von SAW-Ele- 
menten umfassen. Ein SAW-Filter, bei dem eine Mehrzahl 
I von SAW-Rcsonatoren angeordnet ist, um eine Leiterschal- 
' lung zu definieren, ist beispielsweise bekannt und wird als 
Leiter- oder Sieb-Filter bezeichnet. Fig. 1A zeigt ein her- 
kommliches Leiterfilter 201, das in der offengelegten Japa- 
nischen Patentanmeldung Nr. 5-183380 offenbart ist, wah- 
rend Fig. IB ein Ersatzschaltbild desselben zeigt. Das Lei- 
terfilter 201 hat ein piezoelektrisches Substrat 202 und eine 
Scrie von Ein-Tor-SAW-Resonatoren 203 und 204 sowie 
parallel geschaltete Ein-Tor-SAW-Resonatoren 205, 206 
und 207, die auf dem pi ezoelektrischen Substrat 201 ange- 
ordnet sind. -Die seriellen Ein-Tor-SAW-Resonatoren 203 
und 204 sind zwischen einem EingangsanschluB EIN und 
cincm AusgangsanschluB AUS seriell geschaltet, um eincn 
seriellen Arm zu bilden, wahrend die parallelen Ein-Tor- 
SAW-Resonatoren 205 bis 207 jeweils parallel zwischen 
dem seriellen Arm und einem Massepotenlial geschaltet 
sind, wobci jeder cinen parallelen Arm definicrt. 

Wic cs in Fig. 1 A gezcigt ist, umfaBt jeder SAW-Resona- 
tor 203 bis 207 ein jeweiligcs Paar von Interdigitalwandlern 
(IDT; IDT = Intcrdigital Transducers) 203a bis 207a und ein 
jeweiligcs Paar von Giltcrreflektoren 203b bis 207b, die an 
gegeniiberliegcnden Seiten desselben angeordnet sind. Bei 
den SAW-Rcsonatoren 203 bis 207 werden durch die IDTs 
203a bis 207a Oberflachenwellen erregt, die zwischen den 
Gitterreflektoren 203b bis 207b begrenzt sind, um stehende 
Wellen zu bilden. Jeder Resonator hat eine Resonanzcharak- 
teristik, bei der die Impedanz des Resonators in der Nahe ei- 
ner Resonanzfrequenz niedrig ist, wahrend die Impedanz in 
der Nahe cincr Anti resonanzfrequenz hoch ist. 

Bei dem Leiterfilter 201 sind die Resonanzfrequenzen der 
seriellen Ein-Tor-Resonatoren 203 und 204 derart gestaltet, 
daB sie mit der Antiresonanzfrequenz der parallelen Ein- 
Tor-Resonatoren 205 und 207 zusammenfallen. Somit ist 
das Leiterfilter 201 mit einem PaBband versehen, das durch 
die Antiresonanzfrequenz der seriellen Ein-Tor-Resonato- 
ren 203 und 204 und der Resonanzfrequenz der parallelen 
Ein-Tor-Resonatoren 205 bis 207 definiert ist. 

Das herkommliche Leiterfilter 201 und andere Leiterfilter 
dieses Typs werden in groBem MaBstab bei Fernsehern, Vi- 
deorekordem, Kommunikationsgeraten, wie z. B. zellularen 
Telephonen, oder dergleichen verwendet. Es existiert jedoch 
ein Bedarf nach einer Verbesserung des Verhaltens eines 
solchen Leiterfilters und nach einer Miniaturisierung eines 
solchen Leiterfilters. 

Die Aufgabe der voriiegenden Erfindung besteht darin, 
ein verbessertes Oberflachenwellenbauelement zu schaffen. 

Diese Aufgabe wird durch ein Oberflachenwellenbaueie- 
ment gemaB Anspruch 1 oder Arispruch 10 gelost. ■ ' ; f . 

^ie bevorzugten Ausfuhrungsbeispiele def voriiegenden 
Erfindung dienen dazu, die Nachteile bekannter Bauele- 
mente zu uberwinden und ein Oberflachenwellenbauele- 
ment mit wesentlich verbesserten 'Verbal tenscharakteristika 
und mit einer wesentlich reduzierten jGroBe im Vercleich zu 
Herkfirn^ 

GemaB einem bevorzugten Aiisfuhrungsbcispiel der vor- 



liegenden Erfindung umfaBt ein Oberfiachenwellenbaucle- 
ment ein Substrat fiir akususche Oberflachenwellen mit ei- 
ner ersten Endoberflache und einer zweiten Endoberflache, 
wobei ein Element fur akustische Oberflachenwellen auf 
5 dem Oberflachenwellensubstrat vorgesehen 'ist und unter 
- Verwendung einer akustischen Oberflachenwelle vom SH- 
Typ arbeitet. Das Oberflachenwellenclement umfaBt einen 
Interdigitalwandler mit einer Mehrzahl von Eleku-odenfin- 
gern und einen Reflektor mit einer Mehrzahl von Elektro- 

10 denfingern. Einer eines Paars der auBcrsten Elektrodenfin- 
ger ist biindig mit einer der ersten und zweiten Oberflachen 
des Oberflachenwellensubstrats, wobei der Reflektor an ei- 
ner Seite angeordnet ist, wo der andere des Paars der auBer- 
sten Elektrodenfinger positioniert ist, derart, daB eine akusti- 

15 sche Oberflachenwelle vom SH-Typ, die durch den IDT er- 
regt wird, zwischen dem Reflektor und der ersten bzw. zwei- 
.ten Endoberflache begrenzt ist. 

Das Oberflachenwellenbauelement kann eines oder eine 
Mehrzahl von Oberflachenwellcnelcmenten, welche be- 

20 schrieben wurden, umfassen. Wenn eine Mehrzahl von 
Oberflachenwellenelementcn vorhanden ist, sind die Ober- 
flachenwcllenclemente vorzugsweise in einer Leiterschal- 
tung oder in einer Gitterschaltungsanordnung verbunden. 
Zwecks der Darstellung der bevorzugten Ausfuhrungs- 

25 beispiele der voriiegenden Erfindung sind in den Zeichnun- 
gen mchrcrc Formen gezcigt, die gcgenwartig bevorzugt 
werden. . 

Fig. 1A ist cine pcrspcklivischc Ansicht, die ein her- 
kommliches Leiterfilter zeigt. 
30 Fig. IB ist ein Ersatzschaltbild des in Fig. 1 A gczcigtcn 
Leiterfilters. 

Fig. 2 ist cine pcrspcklivischc Ansicht eines SAW-Elc- 
ments, das bei einem SAW-Bauclcmcnt gemaB bevorzugten 
Ausfuhrungsbcispielen der voriiegenden Erfindung verwen- 
35 det wird. 

Fig. 3A ist.eine pcrspcklivischc Ansicht eines SAW-Bau- 
elements, das eine Leiterschaltung gemaB einem ersten be- 
vorzugten Ausfiihrungsbeispiel der voriiegenden Erfindung 
bildet. 

40 Fig. 3B ist ein Ersatzschaltbild des SAW-Bauclemcnts, 
das in Fig. 3 A gezeigt ist. 

Fig. 4A ist eine perspektivischc Ansicht eines SAW-Bau- 
elements, das eine Gittcrschaltung gemaB einem zweiten be- 
vorzugten Ausfiihrungsbeispiel der voriiegenden Erfindung 

45 aufweist. 

Fig. 4B ist ein Ersatzschaltbild des SAW-Bauclernents, 
das in Fig. 3A gezeigt ist. 

Fig. 5 ist eine schematische Draufsicht, die ein SAW- 
Bauelement gemaB einem weiteren bevorzugten Ausfuh- 
50 rungsbeispiel der voriiegenden Erfindung zeigt. 

Fig. 6 ist eine schematische Draufsicht, die ein SAW- 
Bauelement gemaB einem weiteren bevorzugten Ausfiih- 
rungsbeispiel der voriiegenden Erfindung zeigt. 

Fig. 7 ist eine schematische Draufsicht, die ein SAW- . 
55 Bauelement gemaB einem weiteren bevorzugten Ausfiih- 
rungsbeispiel der voriiegenden Erfindung zeigt. 

Fig. 8 ist eine schematische Draufsicht, die ein SAW- 
Bauelement gemaB einem weiteren bevorzugten Ausfiih- 
rungsbeispiel der voriiegenden Erfindung zeigt. 
60 Fig. 9 ist eine schematische Draufsicht, die ein SAW- 
■ B aiielement gemkB ' einem weiteren bevorzugten ' Ausfiih- 
-rungsbeispiel der voriiegenden Erfindung zeigt. 

>^Die Erfinder der voriiegenden Erfindung haberi SAW-Re- 
sonatoren vom Kantenreflexionstyp untersucht, wie sie in 
65 deni U. S. Patent Nr. 5,184,042 und in den IEEE Trarisacii- 
^v,.onJ^ Bd. 44, Nr. 12, 

^i996^ottenb£t^ sindj'/urid sie haben herausgefunden, daB 
; ? >/ v SAW;Resonat<i^ vom kantenreflexionstyp fur ein Leiter- 



198 30 315 Al 



Filter oder cin SAW-Bauelement, das eine Mehrzahl von 
SAW-Elemcnten umfaBt, verwendct werden konnen. 

Die Erfinder haben ferner herausgefunden, daB das her- 
kommliche Leiterfilter die Probleme aufweist, die Gitterre- 
flekloren von SAW-Resonatoren zugeordnet sind. Insbeson- 
dere sind die Gitterfilter im Vergleich zur GroBe der IDTs re- 
laliv groB, was eine Miniaturisierung des Leiterfilters ver- 
hindert. 

Dagegen erfordem S AW-Resonatoren vom Kantenrefle- 
xionstyp keine Gitterreflektbren. Daher kann ein Leiterfilter 
untcr Verwcridung eines SAW-Filters vom Kantenreflexi- 
onstyp miniaturisiert werden. Ein SAW- Resonator vom 
Kantenreflexionstyp verwendet Endoberflachen eines piezo- 
elektrischen Substrats, urn eine akustische Oberflachenwelle 
zu reflektieren, wobei der Abstand zwischen den Substra- 
tendoberflachen auf einen spezifischen Wert eingestellt ist, 
der durch eine Frequenzcharakteristik des Kantenrefiexions- 
SAW-Resonators bestimmt ist. Dies bedeutet, daB nur ein 
Kantenreficxions-SAW-Resonator auf eiriem Substrat gebil- 
det werden kann, wahrend die GroBe des Substrats basie- 
rcnd auf der Frequenzcharakteristik des Kantenreflexions- 
SAW-Resonators abweicht. Diese Anforderung erlaubt 
keine Integration einer Mehrzahl von Kantenreflexions- 
SAW-Resonatoren. Die Erfinder haben dieses Problem, wie 
es nachfolgcnd crortert wird, erfolgreich gelost. 

Nachfolgcnd werden bevorzugte Ausfuhrungsbeispiele 
der vorlicgcnden Erfindung detaillicrt bezugnehmend auf 
die Zeichnungen crklart. 

Fig. 2 ist cine pcrspekuvische Ansicht, die ein Beispiel 
fur cin Obcrflachcnwellenelement (SAW-Elcment) 101 dar- 
stclli. das als Ein-Tor-Resonator in einem SAW-Bauelement 
gcmaB bcvorzugier Ausfuhrungsbeispiele der vorliegenden 
Erfindung cingcsctzl wird. Das SAW-Element 101 ist aufge- 
bauu urn cine Schcr-Horizontal- (SH-) Oberflachenwelle zu 
verwenden. In dicser Beschreibung ist eine akustische SH- 
Obcrflachenwelle als akustische Oberflachenwelle definiert, 
die cine Verschiebung in einer Richtung erfahrt, die im we- 
scntlichen senkrecht zii der Ausbreitungsrichtung der aku- 
stischen Oberflachenwelle ist, und die im wesentlichen par- 
allel zu der Oberflache eines Substrats ist, in dem die akusti- 
sche SH-Oberflachcnwelle erregt wird. Solche SH-Oberfla- 
chcnwellcn umfassen beispielsweise SH-Leckwellen, 
M Lovc"-Wcllen und BGS-Wellen (BGS = Bleustein-Gu- 
lyacv-Shimizu). 

Das SAW-Elcment 101 umfaBt ein piezoelektrisches Sub- 
strat 102, einen Interdigitalwandler (IDT) 103 und eineri Re- 
flektor 105. Das piezoelektrische Substrat 102 hat ein Paar 
von Endoberflachen 102a und 102b und besteht vorzugs- 
weise aus einem piezoelektrischen Material, wie z. B. einer 
piezoelektrischen Blei-Titantat-Zirkonat-Keramik, einem 
piezoelektrischen LiNb03-Einkristall, einem piezoelektri- 
schen LiTa03-Einkri stall oder einem Quare-Einkristall. In 
dem Fall, in dem das Substrat 102 aus piezoelektrischer Ke- 
ramik besteht, ist das Substrat 2 vorzugsweise in der Rich- 
tung polarisiert, die durch den Pfeil P, der in Fig. 2 gezeigt 
ist, angedeutet ist. - 

Der IDT 103 hat ein Paar kammformige Elektroden 106 
und 107, die auf der oberen Oberflache des Substrats 102 an- 
geordnet sind, wobei die kammformigen Elektroden 106 
und 107 angeordnet sind, um interdigital zueinandef ange- 
ordnet zu'sein. lede der kammformigen Elektroden 106 und 
107 umfaBt eine Mehrzahl von Elektrodenfingern, wodurch 
der IDT ein Paar von auBersten Elektrodenfingern 108 und 
109 hat. Einer des Paars der auBersten Elektrodenfiriger,- 
d. h. der auBerste Elektrodenfinger 108, ist arigeordriet* um \" y 
mit einer der Endoberflachen, d. h -beispielsweise. der End-: 
oberflache 102a, biindig zu sein. . • ' '/ . . 

Der Reflektor 105 ist vorzugsweise ^ ein .Gitterreflektor 



und umfaBt eine Mehrzahl von Elektrodenfingern. Beide 
Enden der Elektrodenfinger sind kurzgeschlossen. Der Re- 
flektor 105 ist auf der Seite des anderen des Paars der auBer- 
sten Elektrodenfinger, d. h. des auBersten Elektroden fingers 

5 109, positioniert. 

Der Raum zwischen den Elektrodenfingern und die Breite 
. der Elektrodenfinger mit Ausnahme des auBersten Elektro- 
denfingers 108 sind vorzugsweise auf etwa A/4, wobei X 
eine Wellenlange der Welle vom SH-Typ ist, die in dem 

10 Substrat 2 erregt werden soli. Die Breite des auBersten Elek- 
trodenfingers 108 ist vorzugsweise auf etwa 7JS eingestellt. 

Beim Anlegen einer Wechselspannung von den kammfor- 
migen Elektroden 106 und 107 wird die SH-Welle in dem 
SAW-Element 101 erregt und breitet sich in der Richtung 

15 aus, die im wesentlichen senkrecht zu der Endoberflache 
102a ist. Die SH-Welle wird zwischen der Endoberflache 
102a und dem Reflektor 105 reflekuert, derart, daB die SH- 
Welle zwischen der Endoberflache und dem Reflektor be- 
grenzt ist. 

20 "Da das SAW-Element 101 nur einen Reflektor erfordert, 
kann das SAW r Element 101 kleiner als ein SAW-Element 
mit einem Reflektorpaar gemacht werden. Zusatzlich muB 
die Endoberflache des Substrats 102 des S AW-Elements 101 
nicht mit dem auBersten Elektrodenfinger auf der Seite aus- 

25 gerichtet sein, wo der Reflektor vorgesehen ist. Dieser er- 
laubt, daB sich das Substrat 2 uber den Reflektor 105 hinaus 
erstreckt und einen Raum bildet, um andere S AW-Elemente, 
Elektroden, die das SAW-Element 101 und die anderen 
S AW-Elemente verbinden sollen, oder dergleichen zu bil- 

30 den. Daher ist es moglich, daB cine Mehrzahl von S AW-Elc- 
mcnten 101 auf einem einzigen Substrat gcbildet ist und an- 
geordnet werden kann, um eine Parallel- und/oder Serien- 
schahung zu bilden, wodurch die Flexibilital der Anordnung 
die Mehrzahl von SAW-Elcmentcn 101 auf einem einzigen 

35 Substrat erhoht wird. 

Nachfolgend wird ein SAW-Bauelement, das eine Mehr- 
zahl von SAW-Elementen umfaBt, die in Fig. 2 gezeigtsind, 
detailliert erlautert. 

Fig. 3A ist eine perspektivische Ansicht, die ein Oberfla- 

40 chenwellenbauelement gemaB einem ersten bevorzugten 
Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung darstellt. 

Bei dem Oberflachenwellenbauelement 1, das in Fig. 3 A 
gezeigt ist, ist eine Mehrzahl von Obcrflachenwellenele- 
menten, die unter Verwendung einer BGS-Welle als die aku- 

45 stische Oberflachenwelle vom SH-Typ arbeiten, verbuhden, 
um ein Filter vom Leiter-Typ zu bilden. 

Das SAW-Bauelement 1 umfaBt ein im wesentlichen 
rechteckformiges S AW-Substrat 2. Das SAW-Substrat 2 be- 
steht vorzugsweise aus einem piezoelektrischen Einkristall 

50 oder aus einer piezoelektrischen Keramik, wie z. B. LiTaC>3, 
LiNb0 3 oder Quarz. Die IDTs 3 bis 5 sind auf der oberen 
Oberflache des SAW-Substrats 2 vorgesehen, derart, daB die 
IDTs 3 bis 5 entlang einer Endoberflache 2a des SAW-Sub- 
strats 2 positioniert sind. Ferner sind die IDTs 6 und 7 auf 

55 der oberen Oberflache des SAW-Substrats 2 vorgesehen, 
derart, daB die IDTs 6 und 7 entlang einer Endoberflache 2b 
des SAW-Substrats 2 positioniert sind. 

Jeder IDT 3-5 hat kammforrnige Elektroden mil einer 
Mehrzahl. von Elektrodenfingern, wobei einer eines Paars 

60 der auBersten Finger biindig mit der Endoberflache 2a ist. 

Die Reflektoren 8 bis 10 sind an den Seiten gebildet, die der 
? Endoberflache 2a in der Ausbreitungsrichtung der-akusti- ; 
: schen Oberflachenwelle der jeweiligen' IDTs 3 bis 5 gegen- 
:V :-uberHdgehy d.'h^v.ah --deniSdten^an/denen •'der.-tandere des 

65 Paars der auBersten Finger jedes IDT 3 bis 5 positioniert ist. -- 
Jeder Reflektor 8"bis 10 ist vorzugsweise ein Gitterreflektor ! 
rnit einer Mehrzahl von Elektrodenfingern, die an beiden 
... r Enden kurzgeschlossen sind. * • * . 
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Dcr IDT 3 und der Reflektor 8 bilden einen Serienarmre- 
sonator SI, der einem SAW-Element 101, das in Fig. 2 ge- 
zcigt ist, cntspricht. Bei diesem Serienarmresonator SI wird 
cine akustische Oberflachenwelle durch den IDT 3 erzeugt 
und diirch die Endoberflache 2a und den Reflektor 8 reflek- 
tiert, wodurch die akustische Oberflachenwelle zwischen 
die Endoberflache 2a und den Reflektor 8 begrenzt ist. Im 
Gegensatz zu einem akustischen Oberflachenwellenresona- 
tor vom Kantenreflexionstyp, bei dem die akustische Ober- 
flachenwelle zwischen beiden Endoberflachen begrenzt ist, 
wird die akustische Oberflachenwelle im Serienarmresona- 
tor S 1 durch die Endoberflache 2a, die an einem Seitenende 
des IDT 3 vorgesehen ist, und ebenfalls durch den Reflektor 
8, der an der entgegengesetzten Seite des IDT 3 vorgesehen 
ist, reflektiert, derart, daB die akustische Oberflachenwelle 
zwischen der Endoberflache 2a und dem Reflektor 8 be- 
grenzt ist. 

Auf ahnliche Art und Weise bilden der IDT 4 und der Re- 
flektor 9 einen Serienarmresonator S2, wahrend der IDT 5 
und der Reflektor 10 einen Serienarmresonator S3 bilden. 

Jeder IDT 6 und 7 hat kammformige Elektroden mit einer 
Mehrzahl von Elektrodenfingern, wobei einer eines Paars 
von auBersten Fingem biindig mit der Endoberflache 2b ist. 
Die Reflektoren 11 und 12 sind an Seiten gegeniiber der 
Endoberflache 2b in der Ausbreitungsrichtung der akusti- 
schen Oberflachenwelle der jeweiligen IDTs 6 und 7 gebil- 
det, d. h. an Seiten, an dcnen der andere des Paars der auBer- 
sten Finger jedes IDT 6 und 7 positioniert ist. Jeder Reflek- 
tor 11 und 12 ist vorzugs weise ein Gitterreflektor mit einer 
Mehrzahl von Elektrodenfingern, die an bei den Enden kurz- 
geschlossen sind. 

Der IDT 6 und der Reflekior 11 bilden einen Parallelarm- 
resonator PI, wobei die akustische Oberflachenwelle, die 
durch den IDT 6 erzeugt wird, zwischen dem Reflektor 11 
und dcr Endoberflache 2b begrenzt ist. Auf die gleiche Art 
und Weise bilden der IDT 7 und der Reflektor 12 einen Par- 
allelarmresonator P2, wobei die akustische Oberflachen- 
welle, die durch den IDT 7 erzeugt wird, zwischen dem Re- 
flektor 12 und der Endoberflache 2b begrenzt ist. 

Der Serienarmresonator SI ist mit dem EingangsanschluB 
EIN vorzugsweise uber einen Bonddraht 3 verbunden. Der 
Serienarmresonator S3 ist mit dem AusgangsanschluB AUS 
vorzugsweise uber einen Bonddraht 14 verbunden. Ferner 
sind der Serienarmresonator SI und der Serienarmresonator 
S2 elektrisch miteinander uber eine Verbindungselektrode 
15a verbunden, die auf dem Substrat 2 angeordnet ist. Auf- 
ahnliche Art und Weise sind der Serienarmresonator S2 und 
der Serienarmresonator S3 miteinander uber eine Verbin- 
dungselektrode 15b auf dem Substrat 2 elektrisch verbun- 
den. 

Ferner ist eine Verbindungselektrode 16a vorgesehen, 
wobei ein Ende derselben mit der Verbindungselektrode 15a 
verbunden ist, wahrend das andere Ende derselben mit dem 
Parallelarmresonator PI verbunden ist. Der Parallelarmreso- 
nator PI und der Parallelarmresonator P2 sind miteinander 
uber eine Verbindungselektrode 16b_verb unden. Die Verbin- 
dungselektrode 16b ist mit einem Ende"emes Bonddrahts 17 
verbunden. Das andere Ende des Bonddrahts 17 ist mit 
Masse verbunden. Die Verbindungselektroden i6a und 16b 
sind auf dem Substrat 2 gebildet. 

Der Parallelarinresonator P2 ist mit der Verbindungselek- 
trode 15b uber eine Verbindungselektrode 16c verbunden, 
die auf dem Substrat 2 gebildet ist. - , ♦ 

Spmit sind ,die Serienarmresonatoren . S 1 bis S 3 urid : die 
Parallelarmresonatoren Pi : und P2 derart verbunden, daB 
eine Leiterschaltung gebildet ist; wie es in Fig. 3b gezeigt; 
ist. Das heiBt, daB ein Filter vom Leitertyp durch Anordnen 
der IDTs 3 bis 7, die Reflektoren 8 bis 12 und der Verbin- 
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dungselektroden 15a, 15b und 16a bis 16c aiif dem einzigen 
SAW-Substrat 2 realisiert ist. 

Die IDTs 3 bis 7, die Reflektoren 8 bis 12 und die Verbin- 
dungselektroden 15a, 15b und 16a-16c sind aus einem elek- 
trisch leitfahigen Material, beispiels weise aus Metall, wie 
z. B. Aluminium, Silber oder Kupfer oder einer Legierung, 
gebildet. Die. Bildung dieser Elemente kann mittels Auf- 
dampfung, Plattierung, Sputtem, Beschichten und Aushar- 
ten einer leitfahigen Paste oder durch andere geeignete 
Techniken erreicht werden. 

Da jeder der Resonatoren SI bis S3, PI und P2 nur einen 
Reflektor aufweist, kann gemaB der vorliegendeh Erfindung 
die Gesamtflache des SAW-Bauelements 1 im Vergleich zu 
einem SAW-Bauelement wesentlich reduziert werden, bei 
dem jeder Resonator ein herkommliches SAW-Element mit 
einem Reflektorpaar aufweist. 

Zusatzlich konnen die Endoberflachen, die dazu dienen, , 
die akustischen Oberflachenwellen zu reflektieren, einfach 
erhalten werden, indem die freiliegenden Endoberflachen 2a 
und 2b mittels eines Zerteilungsverfahrens hergestellt wer- 
den. Das heiBt, daB es nur notwendig ist, den Hochprazisi- 
onsprozeB des Bildens der Endoberflachen mittels des Zer- 
teilens zweimal durchzufuhren, wodurch das Herstellungs- 
verfahren wesentlich reduziert wird. 

F erner sind alle Verbindungen unter den SAW-Resonato - 
ren bis S3 und PI , P2 durch elektrisch leitfahige St ruktu- 
-ferr^^jisjertj^d. h. durch die VerbindungselektroderPl5ar 



~1 5b, 16a-16c, die auf dem SAW-Sub strat 2 vorg esehen sind. 
. ~Das heiBt, daB bei dem bevorzugten XusfuhrungsBeispieT 
30 die Verbindungen unter den SAW-Resonatoren ohne Ve r- 
wendung von Bonddrahten hergestellt werden konn en, wes- 
eine V erringerung ' der Anzahl von BonddrahlSn er- 
reic ht wird, wodurch das Verfahren zum Herstellen der Ver- > 
"^m^ung^ffiTBonScKfi^ wesentlich vereinfacht wirdTlfis- 
35 "besondere werden bei demlSAW-Bau^leh^nTl'Bonddrahte 
13, 14 und 17 nur verwendet, urn das SAW-Bauelement 1 
mit dem Ein gangsanschluB, dem Ausgan^s^flychlug'und der 
Masse zu velftindeln,"!^^ 

den, um Verl^dufT|en innerhalb des Leiternetzwerks herzu- 
stellen. 

Fig. 4A ist eine perspeku'vische Ansicht, die ein zweites 
bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel eines SAW-Bauelements 
gemaB der vorliegenden Erfindung darstellt, wahrend Fig. 
4B ein Ersatzschaltbild des SAW-Bauelements, das in Fig. 
4A gezeigt ist, zeigt. Bei dem bevorzugten Ausfuhrungsbei- 
spiel umfaBt das SAW-Bauelement 21 vorzugsweise vier 
SAW-Resonatoren, die derart verbunden sind, daB sie als ein 
Filter vom Gittertyp arbeiten, das unter Verwendung einer 
BGS-Welle arbeitet. 

Das SAW-Bauelement 21 umfaBt vorzugsweise ein SAW- 
Substrat 22. Das SAW-Substrat 22 kann aus einem Material 
hergestellt sein, das dem ahnlich ist, das beim ersten bevor- 
zugten Ausfuhrungsbeispiel verwendet wurde, um das 
SAW-Substrat zu bilden. IDTs 23 und 24 sind auf einer Seite 
entlang einer Seitenoberflache 22a des SAW-Substrats 22 
positioniert. IDTs 25 und 26 sind auf der entgegengesetzten 
Seite entlang einer Seitenoberflachen 22b des SAW-Sub- 
strats 22 positioniert. 

Jeder IDT 23 und 26 hat kammformige Elektronen, die 
eine Mehrzahl von interdigitalen Elektrodenfingern umfas : 
seni wobei einer eines Paars von auBersten tlektrodenfin- 
• •; , gern biindig mit ent weder der Endoberflache 22a oder der . 
Endoberflache 22b ist. . f . * . / - , / ? 

Die Reflektoren 27 und 28 sind an Seiten der IDTs 23 
65 bzw. ' 24 i vorgesehen; wobei diese Seiten in der ^ Ausbrei- 
tungsrichtung der akustischen Oberflachenwellen gesehen * 
zu der Endoberflache 22a entgegengesetzt sind. Die akusti- 
sche Oberflachenwelle, die durch den IDT 23 erzeugt wird, " 
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wird durch die Endoberflache 22a* und den Reflektor 27 re- 
flektierl, weshalb die akustische Oberflachenwelle zwischen 
densclben begrcnzt ist. Daher ist ein SAW-Resonator ge- 
schaffen, der ahnlich zu dem SAW-Resonator S 1 bei dem er- 
sten bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel ist. Das heiBt, daB 5 
der IDT 23 und der Reflektor 27 einen SAW-Resonator Rl 
deflnieren. Auf ahnlichc Art und Weise definieren der IDT 

24 und der Reflektor 28 einen anderen SAW-Resonator R2. 
Andererseits sind auf der Seite, wo die IDTs 25 und 26 

angeordnet sind, Reflektoren 29 und 30 an Seiten der IDTs 10 

25 bzw. 26 positioniert, wobei diese Seiten der Endoberfla- 
che 22b in der Ausbreitungsrichtung der akustischen Ober- 
flachenwellen gegeniiberliegen. Das heiBt, daB der IDT 25 
und der Reflektor 29 einen Resonator R3 fur akustische 
Oberflachen bildet, und daB der IDT 26 und der Reflektor 30 15 
einen Resonator R4 fiir akustische Oberflachenwellen defi- 
nieren. Bei den Resonatoren R3 und R4 fur akustische Ober- 
flachenwellen werden akustische Oberflachenwellen von 
der Endoberflache 22b und dem Reflektor 20 oder 30 reflek- 
tiert, wodurch die akustischen Oberflachenwellen zwischen 20 
der Endoberflache 22b und dem Reflektor 29 oder 30 be- 
grenzt sind. 

Der Resonator Rl fur akustische Oberflachenwellen und 
der Resonator R3 fiir akustische Oberflachenwellen sind 
tibcr cine elektrisch leitfahige Struktur einer Verbindungs- 25 
elcktrode 31a, die auf dem Substrat 22 fiir akususche Ober- 
flachenwellen angeordnet ist, elektrisch miteinandcr ver- 
bunden. Ein Bonddraht 32 ist mit der Verbindungselektrode 
31a vcrbiindcn. 

Der Resonator Rl fur akustische Oberflachenwellen und 30 
der Resonator R2 fiir akustische Oberflachenwellen sind 
miteinandcr ubcr eine Verbindungselektrodc 31b elektrisch 
verbunden. Der Resonator R3 fiir akustische Oberflachen- 
wellen und der Resonator R4 fiir akustische Oberflachen- 
wellen sind ubcr eine Verbindungselektrode 31c miteinan- 35 
der elektrisch verbunden. Bonddrahte 33 und 34 sind mit 
den Vcrbindungselektroden 31b bzw. 31c verbunden. Ferner 
sind der Resonator R2 fiir akustische Oberflachenwellen 
und der Resonator R4 fur akustische Oberflachenwellen 
uber eine Verbindungselektrode 31d miteinander verbun- 40 
den. Ein Bonddraht 35 ist mit der Verbindungselektrodc 31c 
verbunden. 

Somit ist bei dem Bauelcment 21 fiir akustische Oberfla- 
chenwellen ein Gitter-Typ-Filter durch die Resonatoren Rl 
bis R4 fiir akustische Oberflachenwellen gebildet, die in der 45 
Form eines Gitternetzwerks verbunden sind, wie es im Er- 
satzschaltbild von Fig. 4B gezeigt ist, und zwar zwischen 
den Knoten, die mit den Bonddrahten 32 bis 35 verbunden 
sind. 

Da bei diesem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel jeder 50 
Resonator Rl bis R4 nur einen Reflektor hat, ist die Gesamt- 
flache des SAW-Bauelements 21 im Vergleich zu einem 
SAW-Bauelemcnt bedeutsam reduziert, bei dem jeder Reso- 
nator ein herkommliches SAW-Element mit einem Paar von 
Reflektoren umfaBt. .55 
Zusatzlich wird. ein Zerteilen zum Herstellen der reflek- 

. tierenden Endoberflachen des Substrats fiir akustische Ober- , 
fiachenwellcn nur zum Herstellen der Endoberflachen 22a 
und 22b benotigt. Das heiBt, daB das Substrat 22 fiir akusti- 
sche Oberflachenwellen durch Durchfiihren von nur zwei 60 

x Zerteilungsoperationen erhal ten werden kanh. *> 
' Ferrier sind die yerbindungen zwischen den Resonatoren 

• Rl bis R4 fiir akustische Oberflachenwellen, urn das Filter 
vom Gitter-Typ zu bilden, durch ^Ahordnen . 'der . elektrisch 
leitfahigen Struktur yon Verbindungselektroden 31a bis 31d 65 
auf dem Substrat 22 fur akususche Oberflachen wellen reali- 
siert. In ahdereri^Worten konnerulie elektrischen Vefbinduri- 
gen zwischen den Resonatoren hergestellt werden, ohne daB A 



ein Bonddraht verwendet werden rriuB. Somit ist die Anzahl 
von Bonddrahten reduziert, wobei die reduzierte Anzahl von 
Bonddrahten durch einfache Verarbeitungsverfahren ange- 
schlossen werden konnen. 

Bei dem ersten und zweiten bevorzugten Ausfuhrungs- 
beispiel, die oben beschrieben worden sind, ist das Bauele- 
ment fur akustische Oberflachenwellen angeordnet, um ein 
Filter vom Leitertyp oder ein Filter vom Gittertyp zu bilden. 
Das Bauelement fur akususche Oberflachenwellen der vor- 
liegenden Erfindung ist jedoch nicht auf sblche Schaltungs- 
formen begrerizt! Das heiBt, daB bei dem Bauelement fur 
akustische Oberflachenwellen gemaB der vorliegenden Er- 
findung eine Mehrzahl von Resonatoren fur akustische 
Oberflachenwellen auf eine beliebige Art und Weise ange- 
schlossen werden kann, um eine erwunschte Schaltung zu 
bilden. Die Fig. 5 bis 9 zeigen bestimmte Beispiele fiir 
SAW-Resonator-Filter 41, 42, 43, 44 und 45 gemaB weiteren 
bevorzugten Ausfiihrungsbeispielen der vorliegenden Erfin- 
dung. In den Fig. 5 bis 9 sind die IDTs durch das Bezugszei- 
chen 46 bezeichnet, wahrend die Reflektoren durch das Be- 
zugszeichen 47 bezeichnet sind. Die Substrate sind durch 
das Bezugszeiche'n 49 bezeichnet. Es sei angemerkt, daB die 
Fig. 5 bis 9 eben falls in gestrichelten Linien Reflektoren 68 
zeigen, die bei herkommlichen SAW-Resonator-Filtern, die 
den SAW-Resonator-Filtern 41, 42, 43, 44 und 45 entsprc- 
chen, benotigt werden, die jedoch bei den SAW-Resonator- 
Filtern 41, 42, 43, 44 und 45 gemaB der vorliegenden Erfin- 
dung nicht benotigt werden. 

Bei den SAW-Resonator-Filtern 41 bis 45 sind'dicReflck- 
torcn 78, die bei den herkommlichen Filtern vorgesehen 
werden miissen, durch Endoberflachen des Substrats 49 cr- 
setzt, wobei einer eines Paars der auBcrsten Eleklrodcn fin- 
ger der IDTs 46 biindig mil der Endoberflache ist. Daher 
sind die SAW-Resonator-Fi Iter 41-45 wesentlich kleincr als 
herkommliche entsprechende SAW-Resonator-Filter, und 
zwar um ein Viertel bis zu der Halfte der Flache. 

Wie es oben beschrieben wurde, konnen die bevorzugten 
Ausfuhrungsbeispiele der vorliegenden Erfindung verwen- 
det werden, um verschiedene Typen von Bauelementen fiir 
akustische Oberflachenwellen zu realisieren, wobei eine 
Mehrzahl von Elementen fiir akustische Oberflachenwellen, 
die unter Verwendung einer akustischen Oberflachenwelle 
vom SH-Typ arbeiten, korrekt verbunden sind. 

Patentanspriiche 

1. Bauelement (1; 21; 41-45; 101) fiir akustische 
Oberflachenwellen, mit folgenden Merkmalen: 
einem Substrat (2; 22; 102; 49) fiir akususche Oberfla- 
chenwellen mit einer ersten Endoberflache und mit ei- 
ner zweiten Endoberflache (2a, 2b; 22a, 22b; 102a, 
102); 

einem Element (S1-S3, PI, P2; 101; R1-R4) fur aku- 
susche Oberflachenwellen, das auf dem Substrat fiir 
akustische Oberflachenwellen vorgesehen ist, und das 
unter Verwendung einer akustischen Oberflachenwelle 
vom Scher-H6rizontal-Typ arbeitet, wobei das Element 
fiir akustische Oberflachenwellen einen Interdigital- 
wandler (3-7; 103; 233-26; 46) mit einer Mehrzahl von 
ElekUrodenfingern (106, 107) und einen Reflektor 

v: (8-12; 105; 27-30; 47) mit einer Mehrzahl von Elek- 
: ; trodenfingern aiifweist, : wobei einer (108) eines Paars 
von auBersten Eleklrodenfingern (108, 109) mit eiitwe- 

■V. der ? (102a) der ^ ersten > oder ^zweiten^Endoberflache 
• (102a) des Substrats fiir akustische Oberflachen weilen 
biindig ist; wobei _ der Reflektor (105). an einer Seite po- 

^ . sitioriiert ist; ah der der andere (109) des Paars der au- 
Bersten Elektrodenfinger (108, 109) positioniert ist, 
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derart, daB eine akususche Oberflachenwelle vom 
Schcr-Horizontal-Typ, die durch den Intcrdigitalwand- 
ler (103) errcgt wird, zwischen dem Reflektor (105) 
und der entweder ersien oder zweiten Endoberflache 
(102a) begrenzt ist. 5 

2. Bauelement fur akustische Oberflachenwellen nach 
Anspruch 1, das ferner eine Mehrzahl von Elementen 
(S1-S3, PI, P2) fur akustische Oberflachenwellen auf- 
wcist, wobei jedes Element einen Interdigitalwandler 
(3-7) mit einer Mehrzahl von Elektrodenfingern und 10 
einen Reflektor (8-12) mit einer Mehrzahl von Elektro- 
denfingern umfaBt, wobei einer eines Paars von auBer- 
sten Elektrodenfingern mit entweder der ersten oder 
zweiten Endoberflache des Substrats fur akustische 
Oberflachenwellen bundig ist, wobei der Reflektor an 15 
einer Scite positioniert ist, an der der andere des Paars 
der auBersten Elektrodenfinger positioniert ist, derart, 
daB eine akustische Oberflachenwelle vom Scher-Hori- 
zontal-Typ, die durch den Interdigitalwandler erregt 
wird, zwischen dem Reflektor und der entweder ersten 20 
oder zweiten Endoberflache begrenzt ist. 

3. Bauelement (1) fur akustische Oberflachenwellen 
nach Anspruch 2, bei dem die Mehrzahl von Elementen 
(S1-S3, PI, P2) fur akususche Oberflachenwellen in 
einer Leiterschaltung geschaltet ist. 25 

4. Bauelement fur akustisches Oberflachenwellen 
nach Anspruch 3, bei dem eine erste Gruppe der Mehr- 
zahl von Elementen fiir akustische Oberflachenwellen 
Parallclresonatoren (PI, P2) der Leiterschaltung bildet 
und derart angeordnet ist, daB einer des Paars der au- 30 
Bcrstcn Elektrodenfinger mil der ersten Endoberflache 
(2b) des Substrats fur akustische Oberflachenwellen 
bundig ist, und bei dem eine zwcite Gruppe (SI -S3) 
der Mehrzahl von Elementen fiir akustische .Oberfla- 
chcnwclleri Serienresonatoren der Leiterschaltung bil- 35 
del und derart angeordnet ist, daB einer des Paars der 
auBersten Elektrodenfinger mit der zweiten Endober- 
flache (2a) des Substrats (2) fur akustische Oberfla- 
chenwellen bundig ist. 

5. Bauelement fur akustische Oberflachenwellen nach 40 
Anspruch 4, das ferner eine Mehrzahl von Verbin- 
dungselcktroden (15a, 15b, 16a-16c) aufweist, die auf 
dem Substrat (2) fur akustische Oberflachenwellen vor- 
geschen sind, wobei die erste Gruppe (P1,,P2) und die 
zwcite Gruppe (S1-S3) der Elemente fiir akustische 45 
Oberflachenwellen durch die Mehrzahl von Verbin- 
dungselektroden elektrisch verbunden sind. 

6. Bauelement (21) fiir akustische Oberflachenwellen 
nach Anspruch 2, bei dem die Mehrzahl (R1-R4) der 
Elemente fiir akustische Oberflachenwellen in einer 50 
Gitterschaltung geschaltet ist. 

7. Bauelement fur akustische Oberflachenwellen nach . 
Anspruch 6, bei dem eine erste Gruppe (Rl, R2) der 
Mehrzahl von Elementen fiir akustische Oberflachen- 
wellen derart angeordnet ist, daB einer des Paars der 55 
auBersten Elektrodenfinger mit der ersten Endoberfla- 
che (22a) des Substrats fur akususche Oberflachenwel- 
len bundig ist, und bei dem eine zweite Gruppe (R3, 
R4) der Mehrzahl von Elementen fiir akususche Ober- 
flachenwellen derart angeordnet ist, daB einer des Paars 60 

" .der auBersten ^Keldu^enfipger" mit der . zweiten End- . 
oberflache^ akustische Oberfla- 

, chenweileh^bUndig ist. ~ - 

;8; ; Bauelement ^ nach 
Anspruchl7/ das* ifemer^eine'^Mehrzahl wn VVerbin- 65 
dungselektroden (31a-31d) aufweist, die auf dem Sub- 
strat fur ^akususche Oberflachenwellen vorgesehen. 
sind, wobei die erste Gruppe und die zweite Gruppe der 
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Elemente (R1-R4) fur akustische Oberflachenwellen 
durch die Mehrzahl von Verbindungselektroden elek- 
trisch verbunden sind. 

9. Bauelement fur akustische Oberflachenwellen nach 
Anspruch 1 , bei dem der Reflektor ein Gitterreflektor 
ist. « 

10. Bauelement (1; 21; 41-45; 101) fur akustische 
Oberflachenwellen, mit folgenden Merkmalen: 

, einem Substrat (2; 22; 102; 49) fur akustische Oberfla- 
chenwellen mit einer ersten Endoberflache (2a; 22a; 
102a) und einer zweiten Endoberflache (2b; 22b; 
102b); v ■ - 

zumindest einem Element (S1-S3, PI, P2; 101; 
R1-R4) fur akustische Oberflachenwellen, das auf dem 
Substrat fur akustische Oberflachenwellen vorgesehen 
ist und unter Verwendung einer "akustischen Oberfla- 
chenwelle vom Scher-Horizontal-Typ arbeitct, wobei 
<ias zumindest eine Element fiir akustische Oberfla- 
chenwellen einen Interdigitalwandler (3-7; 103; 
23-26; 46) mit einer Mehrzahl von Elektrodenfingern 
(106, 107) und nur einen einzigen Reflektor (8-12; 
105; 27-30; 47) mit einer Mehrzahl von Elektrodenfin- 
gern aufweist. 

11. Bauelement fur akususche Oberflachenwellen 
nach Anspruch 10, bei dem das zumindest eine Ele- 
ment (101) fur akustische Oberflachenwellen auf dem 
Substrat (102) fur akustische Oberflachenwellen angc r 
ordnet ist, derail, daB eih erstes Ende (108) des Interdi- 
gitalwandlers (103) mil der ersten Endoberflache 
(102a) des Substrats (102) fur akustische Oberflachen- 
wellen bundig ist, und daB ein zweites Ende (109) des 
Interdigitalwandlcrs (102) neben der zweiten Endober- 
flache (102b) positioniert ist, wobei der einzigc Reflek- 
tor (105) zwischen dem zweiten Ende (109) des Inter- 
digitalwandlers und der zweiten Endoberflache (102b) 
des Substrats fur akustische Oberflachenwellen posi- 
tioniert ist. 

12. Bauelement fur akustische Oberflachenwellen 
nach Anspruch 10, bei dem einer eines Paars von au- 
Bersten Elektrodenfingern (108, 109) mit entweder der 
ersten oder zweiten Endoberflache (102a) des Substrats 
fur akustische Oberflachenwellen bundig ist, wobei der 
einzige Reflektor (105) an einer Seitc positioniert ist, 
an der der andere (109) des Paars der auBersten Elek- 
trodenfinger (108, 109) positioniert ist, derart, daB eine 
akustische Oberflachenwelle vom Scher-Horizontal- 
Typ, die von dem Interdigitalwandler erregt wird, zwi- 
schen dem einzigen Reflektor (105) und der entweder 
ersten oder zweiten Endoberflache (102a) begrenzt ist. 

13. Bauelement fur akususche Oberflachenwellen 
nach Anspruch 10, das ferner eine Mehrzahl (S1-S3, 
PI, P2; 101; R1-R4) von Elementen fur akususche 
Oberflachenwellen aufweist, von denen jedes einen In- 
terdigitalwandler (3-7; 103; 23-26; 46) mit einer 
Mehrzahl von Elektrodenfingern und nur einen einzi- 
gen Reflektor (8-12; 105; 27-30; 47) mit einer Mehr- 
zahl von Elektrodenfingern aufweist. 

^ 14. Bauelement (1) fur akustische Oberflachenwellen 
nach Anspruch 13, bei dem die Mehrzahl der Elemente 
fur akustische Oberflachenwellen in einer Leiterschal- 
tung geschaltet ist. >--^fi.ft*->»<-. . 

. 15; Bauelement ^fur, akustische ^pberflacheh wellen . 
-/nach Anspruch 14, bei dem eine erste Gruppe (PI, P2) 

, * der ^M^ 

!\ chen wellen - Parallelresoriatoren der r liitersbHaltung k 
bildet und derart' angeordnet ist, daB einer des Paars der 
auBersten Elektrodenfinger mil der ersten Endoberfla : 
che (2b) des Substrats fur akustische Oberflachenwei- 



•e 198 30 315 A 

11 

len bundig ist, wahrend eine zweitc Gruppe (SI -S3) 
der Mehrzahl dcr Elcmente fur akustische Oberfiachcn- 
wcllen Serienresonatoren der Leiterschaltung bildel 
und derail angcordnet ist, daB einer des Paars der au- 
Bersten Elektroden finger mit der zweiten Endoberfla- 5 
che (2a) des Subslrats fur akustische Oberflachenwcl- 
lcn bundig ist. \ 

16. Bauelcment fiir akustische Oberflachenwellen 
nach Anspruch 15, das ferner eine Mehrzahl von Ver- 
bindungselcktroden (15a, 15b, 16a-16c) aufweist, die 10 
auf dem Substrat fiir akustische Oberflachenwellen an- 
gcordnet sind, wobei die erste Gruppe und die zweite 
Gruppe der Elcmente fiir akustische Oberflachenwel- 
lcn durch die Mehrzahl von Verbindungseiektrodcn 
elektrisch verbunden sind. 15 

1 7. Bauelcment (21) fiir akustische Oberflachenwellen 
gcmaB Anspruch 13, bci dem die Mehrzahl der Elc- 
mente (R1-R4) fur akustische Oberflachenwellen in ci- 
ncr Giltcrschaltung geschaltet ist. 

18. Bauelcment fiir akustische Oberflachenwellen 20 
nach Anspruch 17, bei dem cine erste Gruppe (Rl, R2) 
dcr Mehrzahl dcr Elcmente fiir akustische Oberflachen- 
wellen dcrart angcordnet ist, daB einer des Paars der 
auBcrstcn Elektroden finger mit der ersten Endobcrfla- 
chc (22a) des Substrats fiir akustische Oberflachenwel- 25 
len bundig ist, und bci dem eine zweitc Gruppe (R3, 
R4) dcr Mehrzahl der Elemcnte fiir akustische Oberfla- 
chenwellen dcrart angeordnet ist, daB einer des Paars 
dcr auBcrstcn Elcktrodcnfingcr mit der zweiten End- 
obcrflachc (22b) des Substrats (22) fur akustische 30 
Oberflachenwellen bundig ist. 

19. Bauelcment fiir akustische Oberflachenwellen 
nach Anspruch 17, das ferner eine Mehrzahl von Ver- 
bindungsclcktroden (31a-31d), die auf dem Substrat 
fiir akustische Oberflachenwellen vorgesehen sind, 35 
aufweist, wobei die erste Gruppe (Rl, R2) und die 
zweitc Gruppe (R3, R4) der Elementefur akustische 
Oberflachenwellen durch die Mehrzahl von Verbin- 
dungseiektrodcn elektrisch verbunden sind. 

20. Bauelemeni fiir akustische Oberflachenwellen 40 
nach Anspruch 10, bei dem der einzige Rcflcktor ein 
Gittcrrcflektor ist. 
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